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～弊社の主な製品の一覧表です。各種ウェハ径、膜種、膜厚に対応いたします。～
下記一覧表に記載が無いものでも、お客様のご要望に応じたウェハを提供しております。

お気軽にお問い合わせください。

●ベアSiウェハ（100mm,150mm,200mm,300mm）
●各種ブランケットウェハ（100mm,150mm,200mm,300mm）
-Cu, Ta/ TaN, W, Ti/ TiN, Al-Cu, SiN, PE-TEOS, HDP, 
HARP oxide, Poly-Si, Th-Ox, ACL, SiC, SiON
-各種Low-k, ULK, High-k 　  - 各種貴金属 Ru, Co, CoEP, Pt, Au
●半導体樹脂材料 -Photo Resist, Polyimide, EMC, PBO
●微細 トレンチ,｠ホール ウェハ　●硝子｠ウェハ｠　●シリコンウェハの各種分析も承ります。
●各種パターンウェハ（100mm,150mm,200mm,300mm）
-MIT 854/754｠パターン｠ウェハ (W, Mo, Co, Cu, Al), 
-MIT 864/764 STI パターン , ILD｠パターンウェハ
-AMT STI｠パターン｠ウェハ (min.0.18um LS)  -3D パターンウェハ
-KrF, ArF Litho, 液浸リソとEtched｠ウェハ
-High-dose Implanted｠ウェハ
-BUMPウェハ , TSV テストウェハ , 低温 TEOS, 低温 SiN｠ウェハ
-Cu Hybrid Bondingウェハ

Advanced Materials Technology, Inc.

High Quality Test Wafer Supplier



次世代半導体開発に必要な各種プロセス評価用ウェハを開発、提供しております
Advanced Materials Technology, Inc.
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AMT Custom BUMP Pattern Wafer

カスタムMASKを用いたパターンウエハ製作が可能です。
・レジストパターン付きウエハ
・Cuピラー形成など
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AMT 180nm ECu Pattern Wafer
Mass production technology of ECu fill
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AMT TSV Pattern Wafer - Process Steps

AMT Custom BUMP Pattern Wafer
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